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Esta invencidn se refiere a la disposicidn }
3 3 L3 3 I
por galvanoplastia de un niquel semibrillante caracteri |
|
a

zado por su grano fino, uvniformidad, dvetilidad, ausenci

de azufre, ¥ por su gran aptitud para produveir un depési%o

homogéneo. :
Como eg bien sabido por los expertos en la |

técnica, el niquel se puede depositar por galvanoplaétia

sobre diversos metales base para obtener una superficie

de niguel brillante. Crando se desea producir una super_
ficie de niquel que posea brillo y lustre maximos y/o
cuando la superficie del metal base puede poseer numero
sas rayas y otras pequeiias imperfecciones, es comin de-
positar por galvanoplastis sobre la svperficie wvna prime

ra capa de niquel caracterizada particnlarmente por su

aptitud para producir un depdsito homogéned. Este depdsi

to se puede denominar depdsito de nigquel semibrillante

porque no posee la brillantéz ¥ el lustre extremadamente i
‘ | )
altos cominmente alcanzados por un depdsito de nignel bri

llante. Corrientemente, sobre esta primera capa de niquei

Iy

semibrillante se puede depositar una segunda capa de ni I
!
gnel brillante. La capa de niquel semibrillante puede pu i

{

limentarse y brufiirse con anterioridad a la deposicidn dd

la capa de niquel brillante., Bl sistema dtplex de niguel |

{

resultante se puede caracterizar por un alto grado de bri
llantez y por una resisiencia excelente a la oorrosién,

aun cnando el depdsito de niguel brillante sea relativa |

mente delgado.
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Ia primera capa de niquel o capa semibrillante,
se ha depositado corrientemente hasta ahora a partir de
diversos bafios de niguelado, gque incluyenh ,por ejemplo,
bafios Watts, bafios de sulfamato, bafios exentos de cloruros,
ete., los cuales contienen un aditivo o una combinacion de
aditivos.

En la téenica anterior de aditivos para nique_
lado semibrillante se ha sugerido el eupleo de compuestos
organicos acetilénicamente insaturados, empleandose estos
compuestos bien seasolos o en combinacion con otros aditivos
cooperantes. A continuacion se indican los defectos y deg
ventajas de los procedimientos de la técnica anterior que
han sido propuestos: A

1. Los depbdsitos no han sido lo bastante lustro

sos y uniformes para poder ser abrillantados
suficientemente por depésitos subsiguientes.
de niquel brillante con el espesor de estos;
ultimos que se desea usualmente en los sis_
temas duplex de niquel. |

2, Los depésitos han acusado tendencia a ser

excesivamente mates y granulosos en ciertas;
partes del intervalo de densidades de corrien_
te, particularmente para las densidades de
corriente mayores.

3. La ductilidad del depdsito ha acusado tenden

-3
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cia a ser insatisfactoria, particularmente despuds de una

electrolisis prolong sada y con la acumulacion conoomltante
i
de productos de degradacion del aditivo. 3

i
4. Los depéeitos han scusado tendencia a present

tar tensiones de traccion internas inconveni%g

H
:

temente altes, 1o cual, en combinacidn con u?a
ductilidad menos que satisfactoria, podria dén
como resultado una indeseable fisuracion por%
tensidn, particularmente después del niquela %
do y del cromado brillantes. i
Para tratar de vencer las deficiencias de ductlii
dad, tensiones internas y lustre, se han afiadido con freéueg
¢cia en algunas operaciones comerciales pequefias cantidadés
de compuestos sulfo-oxigenados tales como sacarina. Es-?
tas adiciones de compuestos sulfo-oxigenados, sin embar~%
20, frustran el proposito de vn depdsito de niquel se— 3
mibrillante, a saber, que sea mas noble con relacidn a é
los depositos subsiguientes de n{quel brillante por te- %
ner un contenido de azufre svstancialmente menor gue el ;
l
del deposito de niguel brillante. Por ejemplo, un cepds !
to de n{qnel semibrillante que tuviese un contenido de i
azufre satisfactoriamente bajo, tal como anrOX1madamentei
0,003% en peso, puede ver aumentado este contenido de - i
azufre a vn valor 10 veces mayor, esito es hasta aprox1m§

damente 0,03% en peso, por la introduccion en el bafio de

-4 -
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wna cantidad tan pequefia como 0,1 a 0,3 g/l de sacari-
na. ?
Ninguno de los compuestos acetilénicos utili- |
zados en la técnica anterior ha resultado ser adecuado
por una diversidad de razones, tales como falta de homo
geneidad, recubrimiento deficiente a densidad de corrien!
te baja, carencia de un grado adecuado de duetilidad, - ;
tendencia a presentar areas con bandas mates, una tension
de traccion demasiado alta, lustre o finura de grano in-

suficientes, etc.

Bl muevo procedimiento de esta invencidn para

la deposicién por galvanoplastia de vna capa de niquel
gemibrillante y exenfa de azufre sobre un metal base -
comprende hacer pasar una corriente desde un éﬁodo aun !
cétodo de metal base a través de una solucién acuosa &ci!

da de niquelado que contiene: (a) al menos un compﬁesto i

=

de niquel que proporciona iones niquel para la deposicio:
de niquel por galvanoplastia, (b) como primer aditivo ~
cooperante semibrillante, el compuesto acetilénico ali-

fatico 3-hexino-2,5-diol y (¢) como segundo aditivo co-

operante semibrillante, un aldehido alifatico seleccio-
nado del grupo constituido por Fformaldehido, cloral, hi-|
drato de cloral, bromal o hidrato de bromal. El empleo -

i

de 3-hexino~2,5-diol permite slcanzar depdsitos de niquei
i

semibrillante excelentes que no presentan ninguna de las|

§
i‘
|
-5 - f
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desventajas encontradas com los compuestos acetilénicos
utilizados hasta ahora en la itécnica anterior.

El metal base sobre el cual se pueden splicar
los depdsitos semibrillantes de este bafio puede ineluir:
metales base que se caracterizan por un grado bajo de v
lustre o brillo o que poseen un grado de rugosidad sper
figial gque podria impedir que se alcanzase wna ealidad
satisfactoria de acabado y aspecto finales si se recubrig
sen directamente por galvanoplastia eon una placa de ni_
quel brillante. Tipicamente, los metales base pueden in_
cluir metales férreos tales como acero; cobre, con inclu
sion de sus aleaciones tales como latc')n, bronce, etc.;
zinc, particularmente en forma de piezas moldeadas a prz
si6n que pueden llevar una placa electrodepositada de
¢cobre; ete.

Los nmuevos bafios de esta invencidn pueden incluir
tipicamente bafios de tipo Watts, bafios de tipo sulfamato,
bafios de tipo fluoborato, bhailos de sulfato exentos de
clovuros, bafios de sulfamato exentos de cloruros,edc.

Un bafio tipico de Watts que se puede utilizar en
la prictica de esta invencidn, puede inecluir los siguien
tes componentes en solucion acuosa, expresandose ‘todos

los valores en gramos por litro (g/l) con la excepcion

del pH:
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TABIA I |
Componente Minimo Méximo Preferidol
Sulfato de niquel 200 500 300
Cloruro de niquel 30 80 60
Acido bérico - 35 55 45
pH electrométrico 3 ' 5 4,0

Un bafio tipico de tipo sulfamato que se puede

utilizar en la practica de esta invencidn, puede incluj

los siguientes componentes:

TABLA TT
Componente Minimo Maximo Preferido
Sulfamato de niguel 330 400 375
Cloruro de niquel 15 60 45
Acido bdrico 35 55 45
pH electroméirico 3 5 4,0

Un bafio tipico de tipo fluoborato puede utili
zarse en la practica de la invencidn y puede incluir

los siguientes componentes:

[
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TABLA ITT
Componente M{nimo. Méximo  Preferido
Fluoborato de niquel 250 400 300
Cloruro de niguel 45 60 50
Aeido bérico 15 30 20
pH electrométrico 2 4 3,0

Un bafio tipico de tipo sulfato exento de clo_
ruros que se puede utilizar en la prdctica de esta in

vencion, puede ineluir los siguientes componentes:

TABLA IV
Componente Minimo Maximo Preferido
Sulfato de niquel 300 500 400
Acido bérico 35 55 45
pH electrométrico 3 5 4,0

' Un bafio tipico de tipo sulfamato exento de
cloruros que se puede utilizar en la préctica de esta

invencion, puede incluir los siguientes componentes:
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TABLA V

1

. ., .
Componente M{nimo Maximo Preferido

0

! Sulfamato de niquel 300 400 350

Acido borico 35 55 45

pH electrmétrico 3 5 4,0

En los ejemplos arriba indicados de composiciones

de bafio, el sulfato de niquel estéd presente como NiS0,.
10 7H20, y el cloruro de niguel como Ni012.6H20; todos los
restantes constituyentes de batios estén dados como com_
puesto anhidro.

Resultaréd evidente que los baflos arriba indicados
pueden contener compuestos en cantidades que quedan fue_
ra de los minimos y méximos preferidos indicados, si
bien normalmente se puede conseguir la operacién mds
satisfactoria y econémica cuando los campuestos estdn
presentes en los bafios en las cantidades indicadas., Una
. ; ventaja particular de los bafios exentos de cloruros de '
20 las Tablas IV y V anteriores, es que los bafios se pueden
ﬁtilizar para niquelado a alta veloeidad utilizando ano;
dos insolubles, tales como plomo, 0O dnodos de niquel
gue tengan una tendencia minima a la polarizacidn, ta_:
les como niquel SD, & fin de eliminar el posible despren

25 dimiento de cloro en el anodo.

20-4~72 -9 -
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tantes anionicos, formadores de espuma abundante tales
. como laurilsulfato de sodio, en conjuncidn con agitacidn

‘méeanica (electrodo de citodo mévil); y pueden utilizar_:
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' de niquel por galvanoplastia. A continuacion se dan los

, el
' se agentes humectantes anidnicos que forman poca

Solamente se precisan cantidades de aditivos
cooperantes suficientes para proporcionar caracteristioaé
mejoradas de recubrimiento por galvanoplastia para la s0_

D’ > . .-
lucion de nigquelado gne contiene al menos un compuesto .

O~
B ..

£ . . > a2
de niguel que proporcions iones niquel para la deposicl

1imites de concentracidn de los aditivos de esta invencidn,

[N S

y los 1imites preferidos:

Componente Intervalo de Concentra_  Intervalo
cidn Preferido
3-hexino-2,5-diol 0,2-1 g/1 0,4-0.8 g/1

i
13

i

i

:

%

f

i

i

|

E
form=aldehido,cloral, E

hidrato de cloral, bromal,

o hidrato de bromal 0,05-0,5 g/1 0,1-0,2 g/1

Los bafios de galvanoplastia pneden contener tami
|
L3 L4 > 3 ] .

bien, constituyentes adicionales opcionales tales como a {
a . . i

gentes humectantes anidnicos para redneir las picadnras
’ ’ 4 . ) i
ann mas de lo gne podrla consegnirse por los nuevos adl_ |

tivos de la invencidn. Se pueden utilizar agentes humec-

1
|
1
!
t
i
:
i
i
H
E]
H
!
1
H

i
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espuma tales como dialecohil-sulfosuccinatos de sedlo, co
agitacion por aire., Aungque estos agentes humectantes pue
den contener cominmente azufre, inesperadamente, no se
puede observar aumento alguno en el contenido de azufre

de los depositos cuando se utilizan los mismos junto con

los aditivos de la invencidn.

. K . , 4
BEs una caracteristica particular de esta invencion

de acuerdo con algunos de sus aspectos, el hecho de que

se puede conseguir la galvanoplastia de niquel semibri_

. . . . i
llante a velocidad intermedia o muy alta haciendo pasar |
i
. . !
una corriente desde un énodo esencialmente polarizante |

i
hasta un citodo de metal base a través de una solucidn a!

3
3
3
A |
I
!

1

;
1

;
-
i
|
¥

n

1
cuosa de niquelado, manteniendo la densidad de corriente |

en el cdtodo durante dicha galvanoplastia en un nivel de

al menos 10 amperios por decimetro cuadrado (ASD) y man_

teniendo uns velocided relativa elevada entre dicha solu_%

4
cidn de niquelado y dicho catodo de metal base, obﬁeniémi

dose asl una placa electrodepositada de n{quel de alta
velocidad lustrosa, homogénea, y semibrillante.

Ios Anodos esencialmente no polarizantes que se
pueden utilizar en el aspecto de deposicidn por galvano_
plastia a velocidad .intermedia o muy alta de esta inven

cibn pueden ser énodos insolubles, tales como plomo, que

tienen una tendencia muy escasa a polarizarse, incluso a !

- 1) -

i
!

i

_una densidad de corriente mny alta, o ciertos énodos soluFles
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tales como el tipo de niquel SD comercialmente asequi_
ble, gque presenta menor tendencia a polarizarse que o_
tros énodos solubles de niquel y que se puvede utilizar
a densidades de corriente tan altas como 40 ADC. EL tipo
SD de niquel es un nfquel electrolitico que contiene una
cantidad controlada de azufre.

Asi pues, de acuerdo con este aspecto de la in_
vencidén, se puede utilizar una densidad de corriente de
mas de aproximadamente 10 ADC, y preferiblemente de 20
a 60 ADC, aun cuando se puede aplicar una densidad de
corriente tan alta como o incluso mayor que 120 ADC du_
rante la galvanoplastia de niquel utilizando bafios que -
contengan los nuevos aditivos de la inveneicn. Ia gal_
vanoplastia resglizada de esta manera puede permitir la
deposicion de espesores previemente determinados de ni_
quel uniforme semibrillante, en un tiempo que es tan
pequefio como el 105 o menos del tiempo requerido cmando
se utilizan las condiciones de galvanoplastia utilizadaé
ordinariamente con anodos de niquel solubles. Tipicamente,
la produccién de una placa de niguel semibrillante de
25 micras de espesor de acuerdo con este aspecto de la -
invencion, puede requerir 3 minvtos en contraste con los
30 minutos correspondientes a las condiciones de galvano_

plastia usvales.

Cuandé se desea una galvanoplastia g velocidad

- 12 =
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intermedia o muy alta, es preciso mantener nna alta ve_!

locidad relativa entre el baflo y el catodo para conse_

guir un 1iquido catodico esencialmente homogéneo. Isto

nes niquel a medida que estos se separan de ella por

i

1
sirve para completar de nuevo la pelicula cetddica con io

|

galvanoplastia. Tipicamente, la alta velocidad relatival .

o~ 14 % . o
entre el bafio y el catodo se mantiene en un nivel equive_

lente a 60-320, por ejemplos 150 em/segundo.
Ia agitacidn se puede producir por vibracidn
(con inclugidn de ulirasonidos), rotacidn del catodo con

relacion a la solucidn, por bombeo del electrolito, p.

ej.el liguido catédico, a través del sistema y sobre la!
superficie del catodo, o por agitacidén muy enérgica delé
electrolito con hélices v otros dispositivos apropiada_%
mente dispuestos, etc. g

El niquelado semibrillante de acuerdo con esta
invencidn, se puede llevar a cabo también en condiciones

de menor velocidad sumergiendo un cétodo de metal base

en un bafio de niquelado como se hs descrito anteriormen

<t

en esta memorias. ELl anodo puede ser un Anodo soluble,
{ 4 Cu o M >
tipicamente niquel metalico, o un anodo insoluble, tipl.

camente plomo. Si se utiliza nigquel como Anodo, preferi

| DO DU,

blemente sers el tipo de niquel SD. Ia galvanoplastia

puede llevar a cabo en balios que contienen cloruros du.

(]
e e D

rante 30 a 60 minutos, por ejemplo 30 minvtos a 40-602C,

por ejemplo 509C, con agltacidn meednica o por aire., La

- 13 - |
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densidad de corriente catddica puede ser tipioamente de
2,5 a 5 ADC, preferiblemente 5 ADC.

El nmuevo procedimiento de esta invencidn ~
puede permitir la obtencion de una placa de niquel semi_
brillante de 12,5 a 50 micras, por ejemplo de 25 micras,
caracterizada por su grano fino, glta ductilidad, a2lto
lustre, aspecto uniforme, altas homogeneidad, y elevado
poder cubriente. La placa se caracteriza también por sn .
cardcter esencialmente exento de azufre.

Los ejemplos ilustrativos que siguen descri_
ben bafios de niquelado que contliensn los aditivos de esta
invencidn, y procedimientos de galvanoplastia en los que

se utilizan estos bafios.

EJEMPLO 1

Se prepart el bafio de niquel Watts purifica
do (tratamiento con perdxido de hidwdgeno y carbono acti
vado seguido por filtracidon y electrolisis a densidad de
corriente baja de aproximadamente 0,3 amperios por deci~
metro cuadrado (ADC) durante un total de aproximadamente
10 smperios-hora de electrolisis total para 4 litros con
el fin de eliminar o reducir sustancialmente las concen
traciones de impurezas orgénicas y metalicas), que tenia

la composicion siguiente:

- 14 -
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Sulfato de niquel 300 g/1
Cloruro de niquel 60 g/1
Acido borico 45 g/l
Di-n-hexil-sulfosuccinato sodico 0,25 g/1

xino-2,5-diol, y se llevé a cabo un ensayo en célula Hull

en las condiciones siguilentes:

con agua, se seco y se examino. El extremo de densidad d%
corriente alts del panel mostré un depdsito lechoso que

se extendia desde aproximademente 6 a 12 ADC, siendo la

BANO DE NIQUEL WATTS

\

metrico

Se afiadic al befio el equivalente de 0,6 &/l de 3-hé_

Volumen de solucion: 267 mililitros

Agitacién: magnética.

Anodo: niquel electrolitico.

C4todo: panel de latén pulimentado sobre el que se
inseribid una banda horizontal unica de
1,25 cm de anchura de rayas producidas con
esmeril de arena 4/0 a aproximadamente 2,5&
cm del borde inferior del panel.

Temperatura: 502C,

Densidad de corriente: 2 amperios

Tiempo 10 minutos.

Después de la galvanoplastia, el panel se enjuagd

1
i
]
i

- 15 -
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tltima la densided de corriente estimada en el borde de
densidad de corriente alta, ¥y que mostrd unae homogeneidad
francamente satisfactoria determinads por el grado de
relleno o extincion de las rayas producidas por el papel
de esmeril; desde el borde de densidad de corriente baja
hasta aproximadamente § ADC, el depésito era muy lustroso
pero deficiente en homogeneidad, la duetilidad de 1la '

banda lustrosa era escasa.

EJENPLO 2

Se afiadié al bafio del Ejemplo 1 el equivalente d@
0,1 g/1 de formaldehido, y se repitid el ensayo de gal_
vanoplastia. El depdsito mostro una banda ligeramente
lechosa y perfectamente uniforme que se extendia desde
aproximedamente 2,5 a 12 ADC, y el depdsito comprendid@
entre el borde de densidad de corriente baja y aproxi_;
madamente 2,5 ADC era semilustroso. En contraste con el
depésito del Ejemplo 1, el depdsito presentaba una duotili“
dad excelente.

Como los ensayos anteriores mostraron que el uso
cooperativo de 3-hexino-2,5-diocl con formaldehido daba
un intervalo de densidades de corriente para depdsitos
semibrillantes uniformes mucho més amplio que el alcanzable
con el compuesto acetilénico por si solo, y que se mejo_

raba también notablemente la ductilidaed,el sistema resultd

- 16 -
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EJEMPLO 3

EJEMPLO 4

ser de interés comercial.

Se repitid el ensayo del Ejemplo 2 utilizando 0,1 /1
de hidrato de cloral en lugar del formaldehido, obtenién)

dose esencialmente log mismos resultados.

[

Se repitid el ensayo del Ejemplo 2, utilizando 0,1l g/1
de hidrato de bromal en luger del formaldehido, obﬁenién_

dose esgencialmente los mismos resultados.

EJEMPLO 5 i
Se repitid el ensayo del Ejemplo 1, utilizando -
0,1 g/1 de formaldehido en lugar del 3-hexino-2,5-diol.
Aun cuando el depdsito mostrd un cierto afinamiento del
grano con respecto al correspondiente a un baiio exento db
aditivos, carecia practicamente de homogeneidad Yy era =
acusadamente mate y granuloso en el intervalo de aproxi_

madamente 9 a 12 ADC.

BEJEMPIO 6
Se 1levé a cabo un ensayo de duracidn de 4 litros hara
estudiar las caracteristicas de operacidn del sistema del

Ejemplo 2 con mayor detalle. Utilizando la composicidn

~ 17 - i
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de bafio del Ejemplo 2, se llevd a cabo un ensayo de dura,
cidn de 4 litros empleando las siguientes condiciones:

Célula de galvanoplastia: de 5 litros, de corte

! transversal rectangular (13 cm x 15 em), waso de bateria.

fabricado en Pyrex{

Volymen de solucidn: 4 litros, para dar una altura de so;
lucidn, en ausencia de dnodo, de aproximadémente 20,5 om.
Temperatura: 559C (mantenida por immersidn de la célula
en un bafio de agua controlado termostaticamente).
Agitacidn: por aire filtrado a través de una tela de vi_
drio y polietileno.

Anodo: cesta de titanio de una sola funda conteniendo cuﬁ_
drados de niguel sSD. )
Cétodo: tira de laton (2,54 cm x 20,3 em x 0,07lem), bru_

fiida y pulimentadé por un lado y sumergida hasta una pro_

‘fundidad de aproximadamente ‘17,8 cm - con doblez horizon_

,1;j£él a 2,54 cm del fondo y con los 2,54 cm siguientes do_?

blados para dar un dngulo interno de aproximadamente 45¢
édn respecto al lado pulimentado del catodo - estando gitna_
do el lado pulimentado frente al 4dnodo 2 una distancia a;
proximada ée 10,2 em y marcado verticalmente en su centro
con una banda de 1 cm de anchura de un solo paso de rayaé

hechas con papel esmeril de arena 2/Q .

. Intensidad de corriente de la célula: 5,0 amperios.

. Tiempo: se electrolizd la solucidn aproximadamente 7 horas

- 18 -
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. al dfa - catodos ocasionales se recubrieron por galvano-
i plastia durante 30 minutos para evaluwar la homogeneidad,

i uniformidad, ductilidad, y lustre del depdsito (global-

: Adiciones: el pH se ajustd periddicamente con deido sul-

| firico diluido hasta dejarlo comprendido dentro de un can
i po de 3,8 a 4,2 medido por método electrométrico; se hi-
% cieron adiciones periddicas del 3-hexino-2,5-diol y de -
: formaldehido para mantener el lustre, la ductilidad, y la
é homogeneidad del depdsito.

| Se continué la electrolisis durante un total de aproxima~
f damente 420 amperios-hora, durante cuyo tiempo se consu-
? mieron las cantidades signientes de aditivos:

: 3~hexino-2,5-diol 16,8 gramos

" formaldehido 4,3 gramos.

. E1 ensayo de duracidn se inicid excelentemente y se obtu-

P4 N .t
~ nas practicamente mlas (1o gque se aprecid por la ausen-

' cia de tendencie almma a que &l catodo dispuesto origi-

mente y en el Area rebajada de densidad de corriente baja
Piltracidn: por cargas, aproximadamente cada 75 amperios-

hora de electroligis total.

vieron depdsitos dvctiles, razonablemente homogéneos, ¥y

de lustre totalmente uniforme, que tenfan tensiones inter

nalmente en direccidn perpendicular se desviase de esta

posicidn dobléndose hacia el &nodo). Durante el transcuz
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" go del ensayo de duracién, se mantuvo facilmente la calgi
| dad del depdsito, es decir que la Ffacilidad de control fue
excelente,

Al final de los 420 amperios-hora de opera
| cidn, lo que correspondia a una operacién comercial de apﬁg
'ximadamente 52 dias, suponiendo el empleo de un amperio -

por cada 4 litros y por jornada de 8 horas, no se observd

indicacidn alguna de que se hubiese alcanzado un nivel de:

acumnlacidén de productos de degradacién del aditivo que
ihiciese necesario un tratamiento de purificacion. Ademds
éde ello, al final de los 420 amperios-hora de operacién
élas partes rebajadas dedensidad de corriente baja apare-é
ician lustrosas y la homogeneidad, ductilidad y uniformi_ t

dad del depdsito eran mvy satisfactorias. Asimismo, al fi°

nel de les 420 amperios-hora de electrolisis, se aplicd
%por galvanoplastia un depdsito de aproximadamente 25,4
;micras de espesor sobre un cétodo de acero inoxidable en !
Lvez de un catodo de latdn a fin de“que no fuese adherente
%al metal base, se desprendid el depdsito del substrato, se
?doblé por la mitad y se plegd limpiamente. Al examinar la:
doblez del Hepésito tanto desde la cara anterior como la
%posterior del cétodo con 10 armentos, no se observo indi-
;cio alguno de agrietamiento, lo que indicaba una ductili_

zdad excelente,

Aln crando esta invencidn se ha ilustrado con
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i para los expertos en la técnica.

ise presentan para gque sean objeto de esta solicitud de Pa

tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los si

© vanoplastia un depdsito de niquel semibrillante que com_

:prende hacer pasar una corriente desde un anodo a un cétg
do de metal base a través de una solucién acuosa dcida de
“niquelado gque contiene al menos un compuesto de niquel queé
' proporciona iones niquel para la deposicidn de niguel por

- galvanoplastia y que incluye ccomo aditivos cooperantes

: referencia a ejemplos especificos, numerosos cambios y-

401330

modificaciones de la misma que estan comprendidos clars_

mente dentro del alcance de la invencidn serdn evidentes

Ig presente solicitud, gque corresponde a la
presentada en Estados Unidos de América el 1 de Abril de

1971, bajo el N2 130.460 se acoge a los beneficios del
\

Artioulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,

RETIVINDICACIONES

Tos puntos de invencion propia y nueva, qne!

guientes :

l.~ Un procedimiento para producir por gal
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semibrillantes une cantidad suficiente del compuesto
3-hexino-2,5-diol y de un compuesto seleccionado del gru
po constituido por formaldehido, cloral, hidrato de clo-
ral, bromal, e hidrato de bromal.

2,~ El procedimiento de la reivindicacidn
1, en el que dicho 3-hexino-2,5-diol esta presente en la
proporcidn comprendide entre 0,2 gramos por litro y 1,0
gramos por litro, y dicho aditivo cooperante semibrillan
te seleccionado del grupo constituido por formgldehido,
cloral, hidrato de cloral, bromal, e hidrato de bromal
esté presente en la proporcién gue va desde 0,05 gramos
por litro & 0,5 grameos por litro.

3.= Un procedimiento para producir por-
galvanoplastia un depdsito de niquel semibrillante.

Tal y como se ha descrito en la Memoria
que antecede y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintidos hojas, es—

eritas a méquina por una sola cara.
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